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(1 punto) 1) Conmutacion del diodo. Dibujar la evolucion en el tiempo de la corriente y la tensidn en el diodo del circuito si el
tiempo de recuperacion en inversa (t;;) es de 20 ns y el tiempo de almacenamiento (t;) es de 15 ns.
DATOS: R_=3kQ, Diodo (V,=0,7V,R;=209Q, R,=o, lg= 0)
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*5ns <t<20ns =>Tiempo de almacenamiento t;. El diodo sigue conduciendo pero en inversa =>
P\ e V1A
° R_+R, 3000Q+20Q

* 20 ns <t < 25 ns => Tiempo de transicion (t; = t; — t;)
ID -> |0 ~ 0
Vp ->V,=-10V

= —3,54mA Vo =lp-R; +V, =0,62V




(1 punto) 2) Enel circuito de la figura se muestra un amplificador en fuente comun utilizando un transistor MOS de acumulacion
de canal N. Dibujar el circuito equivalente de pequefia sefial y calcular la ganacia de tension, ganacia de corriente, impedancia
de entrada e impedancia de salida (realizar los calculos a frecuencias medias).

DATOS: R; =500 kQ, R,=500 kQ, Rp=2kQ, R =1kQ, gn=3mA/V, rg=20kQ
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(1 punto) 3) Considerar el amplificador que se muestra en la figura.
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a) Suponer que el amplificador es ideal y hallar la expresion de la ganancia de tension.

A =Yoo R

v R

b) ¢ Qué pasa con el valor de la ganancia de tensién si se duplica el valor de la resistencia R?

No varia, ya que la ganancia de tension no depende de R.

¢) ¢Cual es la funcién de la resistencia R y cual deberia ser su valor?

Compensar el error debido a la corriente de polarizacion Ig.

Su valor debe de ser R = Ry//R,

c) Suponer que R; = 10 kQ, R, = 100 kQy que la magnitud méaxima de la tensién de asimetria en la entrada Vj, es de 3 mV segin

las especificaciones del amplificador operacional. Hallar el margen de tension de salida resultante debido a dicha tension de
asimetria en la entrada.
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(1 punto) 4) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

a) Cita 3 técnicas de aceleracion de la conmutacion en circuitos con diodos.
1. Utilizar diodos de conmutacién rapidos que se consiguen introduciendo impurezas (Au, Pt) que actlian como centros de
recombinacién => tp disminuye y esto hace que ts disminuya.
2. Condensador de aceleracion
3. Diodo Schottky

b) ¢ Qué es un buffer de tension?.
Es un amplificador de ganancia de tension préxima a la unidad, con una impedancia de entrada elevada y una impedancia de salida
pequefia. Su misién consiste en adaptar una sefial a una determinada carga.

c) ¢Qué es la frecuencia de transicion (f)?.
Es la frecuencia a la que un amplificador presenta una ganancia de corriente igual a la unidad.

d) Define la Razdn de Rechazo en Modo Comin (CMRR)
CMRR = 20- |ogM [dB]

Al

Es la relacién entre la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo comin de un amplificador diferencial.

e) Dibujar el diagrama de Bode simplificado y calcular el ancho de banda de un ampificador operacional que tiene un producto
ganancia-ancho de banda (GBWP) de 4 MHz y una ganacia diferencial en lazo abierto de 200 V/mV.
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